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(54)  칭 실리콘 나  어  압 항체  한 폴리  보  그 

(57)  약

본  실리콘 나  어( 도체 나 어)  압 항체  한 폴리  보  그 에 한

것 , 피란하 클리닝(Piranha Cleaning), RCA-1 클리닝  RCA-2 클리닝  수행하여 SOI 웨  에 

하는  거하는 (a) 단계; SOI 웨  에 AZ계열  AZ5214 감  통해 포 리 그래피 공

수행하여 실리콘 나  어  하는 (b)  단계;  마스크 질  PR(PhotoResist)  함과 아울러

RIE(Reactive  ion  etching)  통해 실리콘 나  어  실리콘 나  어  하는 (c) 단계; E-

beam evaporator  하여 Au  100㎚  착시키고, lift off 공  하여 실리콘 나  어 상 에

층  닝함과 아울러 AZ5214  감  하여    하 , 아   Ultrasonic

하여 AZ5214  거하는 (d) 단계;   상 에 께가 5㎛가 도  폴리  재질  감 막(SU-8 200

2)  통해 보  하는 (e) 단계; 보  상 에 께가 200㎛가 도  폴리  재질  감 막

(SU-8 2050)  통해 보   하는 (f) 단계; 감 막(SU-8)  열  스트 스  하  해

lift-off 공  실행, 감  하여 보 상 에 Bio-sensor  하고, E-beam evaporator  

하여 Au  30㎚ 착시키 , 아   Ultrasonic  하여 AZ5214  거하는 (g) 단계; 보  

상 에  Elctroplating  공  통해  200㎛  께  갖도  Ni  통해  라  하는  (h)  단계;  

BHF(Buffered Hydrofluoric acid) 액  하여 burried oxide층  거하는 (i) 단계;  포함한다.

상  같  본 에 , 압 항체  실리콘 나  어( 도체 나 어)  사 함 , 고감도 

보  할 수 고, 보 재료  폴리  함 , 간단한  공  낮  스프링 상수  갖는

보   할 수 어 원  미경  수직  해능  향상시키 , 생체 친  재료  감 막(SU-8)  사

함 , 생체 직 시료  액체 에  동  가능한 보  하는 과가 다.

  도 - 도5
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특허청  

청 항 1 

실리콘 나  어  압 항체  한 폴리  보에 어 ,

SOI 웨  에 AZ계열  AZ5214 감  통해 포 리 그래피 공  수행하여  실리콘 나  어

에 PR(PhotoResist)  마스크 질 하여 RIE(Reactive ion etching)  통해 는 실리콘 나  

어;

상  실리콘 나  어 상 에 상  AZ5214  감  하여 는  ;

상    상 에 폴리  재질  감 막(SU-8 2002)  통해 는 보 ;

상  보  상 에 폴리  재질  감 막(SU-8 2050)  통해 는 보   ;

상  AZ5214 감  하여 상  보 상 에 는Bio-sensor ; 

상  보    상 에 Elctroplating 공  통해 Ni  는  드;  포함하는 것  특징

 하는 실리콘 나  어  압 항체  한 폴리  보.

청 항 2 

 1 항에 어 ,

상  보 , 상    상 에 5㎛  께  갖도  , 상  보  , 상  

보  상 에 그 께가 200㎛  께  갖도  는 것  특징  하는 실리콘 나  어  압 항

체  한 폴리  보.

청 항 3 

 1 항에 어 ,

상  보  상 에 E-beam evaporator  하여 Au  30㎚  착 고, 아   Ultrasonic  하

여 상  AZ5214 감  거하여 실리콘 나  어  압 항체  하는 bio-sensor가 는 것  특징

 하는 실리콘 나  어  압 항체  한 폴리  보.

청 항 4 

실리콘 나  어  압 항체  한 폴리  보 에 어 ,

(a) 피란하 클리닝(Piranha Cleaning), RCA-1 클리닝  RCA-2 클리닝  수행하여 SOI 웨  에 하는

 거하는 단계;

(b) 상  SOI 웨  에 AZ계열  AZ5214 감  통해 포 리 그래피 공  수행하여 실리콘 나  

어  하는 단계;

(c) 마스크 질  PR(PhotoResist)  함과 아울러 RIE(Reactive ion etching)  통해 상  실리콘 나

어  실리콘 나  어  하는 단계;

(d) E-beam evaporator  하여 Au  100㎚  착시키고, lift off 공  하여 상  실리콘 나  

어 상 에 층  닝함과 아울러 AZ5214  감  하여    하 , 아  

Ultrasonic  하여 AZ5214  거하는 단계;

(e) 상    상 에 께가 5㎛가 도  폴리  재질  감 막(SU-8 2002)  통해 보  

하는 단계;

(f) 상  보  상 에 께가 200㎛가 도  폴리  재질  감 막(SU-8 2050)  통해 보  

 하는 단계;

(g) 감 막(SU-8)  열  스트 스  하  해 lift-off 공  실행 AZ5214 감  하여 상  
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보  상 에  Bio-sensor   하고,  E-beam  evaporator  하여  Au  30㎚  착시키 ,  아  

Ultrasonic  하여 AZ5214  거하는 단계;

(h) 상  보   상 에 Elctroplating 공  통해 200㎛  께  갖도  Ni  통해  드

하는 단계; 

(i) BHF(Buffered Hydrofluoric acid) 액  하여 burried oxide층(Device)  거하는 단계;  포함하

는 것  특징  하는 실리콘 나  어  압 항체  한 폴리  보 .

  

 술  야

본  실리콘 나  어( 도체 나 어)  압 항체  한 폴리  보  그 에 한[0001]

것 ,  욱  상 하게는 에 압 항체  사 하  (Au)  또는 폴리 /탄  나  브(CNT)  신

gauge factor가 우수한 실리콘 나  어  하고, 에 사 하  보 재료  실리콘, 질 실리콘

신 연한 특징  갖는 감 막  하여 보  하는 술에 한 것 다.

 경  술

 나  보(캔틸 : Cantilever)는 나 미 에  마 크 미  치수  가지  극도  미 한[0002]

, 변 , 질량  측 할 수 는 도 , 연하게 어지는 질  탕  원 미경  탐침  사

고 , 근에는 리, 학  생체학   하게 루어지고 다.

나  캔틸  술  다양한  에  다 능, 고감도, 실시간 측  가능한 술  계 해  주[0003]

고 는 ,  들  나  캔틸 에 항체  코 해 었는  처 과는 달리 질량변 가 어나 나  캔

틸  어짐  생겼다  어짐 도  측 하여  통해 항체  하는 항원  재 여  또는 상

하는  알아낼 수 는 도  고 다. 그 에 플라스틱 폭탄  감지하는 가스 , DNA, 단

질, 미생  측 하는 리퀴드  등 많  야가 다.

러한 나  보는 압 항체   하고, Ion-implantation 공  통해  에 비[0004]

비싸 , 또한  공  복 하다는 단  가지고 다.

 내

해결하 는 과

본  , 보  압 항체  실리콘 나  어( 도체 나 어)  사 함 ,  [0005]

또는 나  브  한 보 보다  고감도 보  공함에 다.

그리고, 본  또 다  ,  실리콘(Si), 질 실리콘(Si3N4) 신 감 막(SU-8)  사 함 , [0006]

 상 어 사 어지고 는 보 보다 스프링 상수가 낮아 수직  해능  우수하 , 감 막(SU-8)

생체 친  재료 므  생체 직 시료 측  가능하 , 또한  보  공 보다 간단한 공

공함에 다.

과  해결 수단

러한 술  과  달 하  한 본  실리콘 나  어( 도체 나 어)  압 항체  한[0007]

폴리  보는, SOI 웨  에 AZ계열  AZ5214 감  통해 포 리 그래피 공  수행하여 

실리콘 나  어 에 PR(PhotoResist)  생층  하여 RIE(Reactive ion etching)  통해 

는 실리콘 나  어; 실리콘 나  어 상 에 AZ5214  감  하여 는  ;  

 상 에 폴리  재질  감 막(SU-8 2002)  통해 는 보 ; 보  상 에 폴리  재질

감 막(SU-8 2050)  통해 는 보  몸체 ; AZ5214 감  하여 보  몸체  상 에

는Bio-sensor ;  보  몸체  상 에 Elctroplating 공  통해 Ni  는 ;

 포함한다.
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그리고, 본  실리콘 나  어  압 항체( 도체 나 어)  한 폴리  보 , 피[0008]

란하 클리닝(Piranha Cleaning), RCA-1 클리닝  RCA-2 클리닝  수행하여 SOI 웨  에 하는 

 거하는 (a) 단계; SOI 웨  에 AZ계열  AZ5214 감  통해 포 리  그래피 공  수행하여 실

리콘 나  어  하는 (b)  단계;  생층  PR(PhotoResist)  함과 아울러 RIE(Reactive

ion etching)  통해 실리콘 나  어  실리콘 나  어  하는 (c) 단계; E-beam evaporator

 하여 Au  100㎚  착시키고, lift off 공  하여 실리콘 나  어 상 에 층  닝

함과 아울러 AZ5214  감  하여    하 , 아   Ultrasonic  하여 AZ5214

 거하는 (d) 단계;   상 에 께가 5㎛가 도  폴리  재질  감 막(SU-8 2002)  통해 보

 하는 (e) 단계; 보  상 에 께가 200㎛가 도  폴리  재질  감 막(SU-8 2050)  통

해 보   하는 (f) 단계; 감 막(SU-8)  열  스트 스  하  Lift-off 공  실행,

AZ5214 감  하여 보   상 에 Bio-sensor  하고, E-beam evaporator  하

여 Au  30㎚ 착시키 , 아   Ultrasonic  하여 AZ5214  거하는 (g) 단계; 보   상

에  Elctroplating  공  통해  200㎛  께  갖도  Ni  통해  라  하는  (h)  단계;  

BHF(Buffered Hydrofluoric acid) 액  하여 burried oxide층  거하는 (i) 단계;  포함한다.

 과

상  같  본 에 , 압 항체  실리콘 나  어( 도체 나 어)  사 함 , 고감도 [0009]

보   하는 과가 다.

또한, 본 에 , 보 재료  폴리  함 , 간단한  공  낮  스프링 상수  갖[0010]

는 보   할 수 어 원  미경  수직  해능  향상시키는 과가 다.

그리고, 본 에 , 생체 친  재료  감 막(SU-8)  사 함 , 생체 직 시료  액체 에[0011]

동  가능한 보  하는 과가 다.

도  간단한 

도 1  래  실리콘 웨  통해 는 실리콘 나  어  압 항체  한 보  도시한 [0012]

도.

도 2 는 SOI wafer  통해 는 실리콘 나  어  압 항체  한 폴리  보  도시한 개략도.

도 3  본 에  실리콘 나  어  압 항체  한 폴리  보  도시한 단 도.

도 4 는 본 에  실리콘 나  어  압 항체  한 폴리  보  도시한 공 도.

도 5 는 본 에  실리콘 나  어  압 항체  한 폴리  보  도시한 순 도.

 실시하  한 체  내

본  체  특징  들  첨 도 에 거한 다  상 한  욱 해질 것 다. 에[0013]

앞 , 본   청 에 사  어나 단어는 가 그 신   가    하

 해 어  개  하게 할 수 다는 원칙에 각하여 본  술  사상에 합하는 미

개  해 어야 할 것 다. 또한, 본 에  공지 능  그 에 한 체   본 

 지  필 하게 릴 수 다고 단 는 경우에는, 그 체   생략하 에 해야 할 것

다.

도 2 내지 도 4 에 도시   같  본 에  실리콘 나  어  압 항체  한 폴리  보[0014]

(100)는, SOI(Silicon-on-Insulator)층(110), 생층( 하, 'burried oxide층')(120),  (130), 감 막

(140),  드(150)  포함하여 다.

체  도 2 내지 도 4  참 하여 본 에  실리콘 나  어  압 항체  한 폴리  [0015]

보(100)에 해 살피  아래  같다.

질  P-type  SOI 웨  택하 , SOI층(110)  에 순 들  거하  한 클리닝 공[0016]

 수행한 후, SOI 웨  에 AZ계열  AZ5214 감  통해 포 리  그래피 공  수행하여 실리콘 나

 어  한다.
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또한,  실리콘  나  어  하  해  PR(PhotoResist)  마스크  질  하여  RIE(Reactive  ion[0017]

etching)  통해 실리콘 나  어  한다.

또한, 실리콘 나  어 상 에 AZ5214  감  하여  (130)  한다. , AZ5214  감[0018]

 하여  (130)  하 , E-beam  evaporator  하여 Au  100㎚  착시키고, lift

off  공  하여  층  닝하여     하 ,  아   Ultrasonic  하여

AZ5214  거한다.

또한,  (130) 상 에 께가 5㎛가 도  폴리  재질  감 막(SU-8 2002)(140)  통해 보 [0019]

 하고, 그 상 에 께가 200㎛가 도  폴리  재질  감 막(SU-8 2050)(140)  통해 보  몸체

 한다.

또한, 감 막(SU-8)(140)  열  스트 스  하  lift-off 공  실행, AZ5214 감  하여 보[0020]

 몸체  상 에 Bio-sensor  하고, 보  상 에 E-beam evaporator  하여 Au  30

㎚ 착시키 , 아   Ultrasonic  하여 AZ5214 감  거한다.

그리고, 보  몸체  상 에 Elctroplating 공  통해 200㎛  께  갖도  Ni   드  [0021]

하고, BHF(Buffered Hydrofluoric acid) 액  하여 burried oxide층(120)  거한다.

술한  같  본 에  실리콘 나  어  압 항체  한 폴리  보는 압 항체  실리콘[0022]

나  어  사 함에 라 래 크 실리콘  감도(G.F=100) 보다 향상  감도(G.F=400~500)  공하는 ,

그 감도는   200 , 폴리 /CNT  20 에 달한다.

아울러, 본 에  폴리  보는,  실리콘 보 보다 낮  스프링 상수  갖는 보  [0023]

 가능하 (탄  계수: Si= 160GPa, Si3N4= 304GPa, SU-8= 4.4GPa), 동 한 께  갖는 보 시 SU-8

실리콘 보다 약 40  도 낮  스프링 상수  공한다.

하에 는, 본 에  실리콘 나  어  압 항체  한 폴리  보 에 하여 도 5[0024]

 참 하여 하도  한다.

[S1]  거.[0025]

피란하 클리닝(Piranha Cleaning), RCA-1 클리닝  RCA-2 클리닝  수행하여 SOI 웨  에 하는 [0026]

( 질,  산 , 웨  질 산 에    순 (Au, Ag, Cu, Ni, Cd, Zn, Co  Cr)

또는 알카리 (Al
3+
, Fe

3+
, Mg

2+
)  거한다.

[S2] 나  어  .[0027]

SOI 웨  에 AZ계열  AZ5214 감  통해 포 리 그래피 공  수행하여 실리콘 나  어 [0028]

한다.

[S3] 실리콘 나  어 .[0029]

마스크 질  PR(PhotoResist)  함과 아울러 RIE(Reactive ion etching)  통해 실리콘 나  어[0030]

한다.

[S4]   .[0031]

AZ5214  감  하여 상  실리콘 나  어 상 에   하 , E-beam evaporator  [0032]

하여 Au  100㎚  착시키고, lift off 공  하여 층  닝하여    하 , 아

  Ultrasonic  하여 AZ5214  거한다.

[S5] 보  .[0033]

  상 에 께가 5㎛가 도  폴리  재질  감 막(SU-8 2002)  통해 보  한다.[0034]

[S6] 보   .[0035]

보  상 에 께가 200㎛가 도  폴리  재질  감 막(SU-8 2050)  통해 보    [0036]

등록특허 10-1119633
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한다.

[S7] Bio-sensor    층 착.[0037]

감 막(SU-8)  열  스트 스  하  Lift-off 공  실행, AZ5214 감  하여 Bio-sensor [0038]

하고, E-beam  evaporator  하여 Au  30㎚ 착시키 , 아   Ultrasonic  하여 AZ5214

거한다.

[S8]  드 .[0039]

보   상 에 Elctroplating 공  통해 200㎛  께  갖도  Ni  통해  드  한다.[0040]

[S9] Device 리[0041]

BHF(Buffered Hydrofluoric acid) 액  하여 burried oxide층  거함  쉽게 Device  리 할 수[0042]

다.

상  본  술  사상  시하  한 람직한 실시  하여 하고 도시하 지만, 본 [0043]

  같  도시 고  그    에만 한 는 것  아니 , 술  사상  주  탈함

 없  본 에 해 다수  변경  수  가능함  당업 들   해할 수  것 다. 라  그러한

든 한 변경  수 과 균등 들도 본  에 하는 것  간주 어야 할 것 다.

 

100: 실리콘 나  어  압 항체  한 폴리  보[0044]

110: SOI층 120: burried oxide층

130:  140: 감 막

150:  드

도

도 1

등록특허 10-1119633

- 7 -



도 2

도 3

등록특허 10-1119633

- 8 -



도 4
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도 5
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